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Результаты и заключение

Конструкция лазерной гетероструктуры и 

расчетный профиль лазерной моды

КОИПСС 2023

Лазерные диоды с апертурой 100мкм на основе оптимизированной гетероструктуры

продемонстрировали выходную оптическую мощность более 20Вт при ширине импульса на уровне

половины амплитуды 100пс.
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Зависимости пиковой оптической мощности и

ширины импульса на полувысоте от амплитуды

тока накачки

Осциллограммы импульсов мощности 

излучения и тока накачки (на вставке)

Пиковая оптическая мощность и 

длительность на полувысоте 

В работе исследована генерация

субнаносекундных импульсов лазерными

диодами на основе асимметричной

гетероструктуры AlGaAs/GaAs с объёмной

активной областью, работающих в режиме

gain - switching. Оптимизированная

конструкция асимметричной

гетероструктуры имела объемную GaAs

активную область толщиной d= 45нм и

параметр d/Г=4.2мкм (Г – фактор

оптического ограничения активной

области).

http://old-internal.ioffe.ru/main_menu/publDB/req_publ/get_req_publ.php

